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１．概要（Summary） 

次世代パワーデバイスとして GaN 半導体を用いた金

属/酸化物/半導体電界効果型トランジスタ（MOSFET）の

試作を行っている。ゲート酸化膜は重要な要素であり、

RFプラズマChemical Vapor Deposition（CVD）法によ

り形成した SiO2 膜がその可能性を有するかを調べた。こ

のため、GaN エピ膜上に SiO2膜を堆積し、MOS キャパ

シタ特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD薄膜堆積装置(SiN) 

分光エリプソメータ 

 

【実験方法】 

c面 GaN基板上に n-GaN層をエピ成長した GaNエ

ピ基板を用い、平行平板 RF プラズマ CVD 装置により

SiO2膜を形成した。成膜条件はステージ温度が 350℃、

原料ガスが TEOSとO2でその流量をそれぞれ 7 sccmと

400 sccm とした。成膜圧力が 67 Paであり、投入パワー

を 100 W として 103秒間放電させた。SiO2膜の厚さをエ

リプソメータで測定し、123 nmであった。 

その後、SiO2膜上にドット状の Al 電極を真空蒸着し、

エピ基板の裏面にもAl電極を蒸着した。このように作製し

た MOS キャパシタに対する CV 特性を測定した。ゲート

電圧 Vgを 5～-10 V、周波数を 100～1 MHzに変化し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した MOS キャパシタに対する CV 特性を Fig. 1

に示す。1 MHzにおけるフラットバンド電圧が-0.5 V と比

較的良好な値であり、界面の有効電荷量は少ないことが

示唆される。しかし、Vg=-3 V 近傍の容量 C に周波数依

存性があり、界面準位が大きいことが示唆された。コンダク

タンス法評価により界面準位密度を解析すると、Ev+3.2 

eV において約 1E+12 cm-2/eV と比較的大きな値が得ら

れた。したがって、膜中の正の固定電荷と、界面準位によ

る負のトラップ電荷が両方存在し、打ち消しあうことで見か

けの有効電荷が小さくなっていると推測される。界面準位

の発生要因としては、平行平板型のプラズマCVD装置で

あるため、成膜時のプラズマダメージ影響と考えられる。 

 

 

Fig. 1 CV characteristics of MOS capacitor. 
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